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1 2
Inventia se refera la tehnica de masurare si poate microconductor etalon, o sursd de semnal etalon
fi utilizatd la turnarea microconductoarelor sau 5 (19) si un comparator (20) al semnalului.
semiconductoarelor in izolatie de sticla. Revendicari 1

Instalatia pentru confectionarea microconduc- Figuri: 3
torului in izolatie de sticla include un inductor (1)
electromagnetic pentru topirea preformei de metal
(6) si mentinerea acesteia in stare de suspensie, o
carcasd (2) metalica rotativa pentru preluarea micro- 10 7
conductorului turnat (3), un tub (4) de sticla, in care
este introdusd preforma de metal (6), o sursd de
semnal de masurare (7) si un amplificator (8)
operational cu intrdrile inversoare (-) si neinver-
soare (+). Instalatia mai include un dispozitiv (12)
de reglare a subpresiunii deasupra topiturii de metal 15
(5), un dispozitiv (13) de reglare a campului electro-
magnetic al inductorului (1) si un dispozitiv (14) de
reglare a numarului de rotatii ale carcasei (2),
intrérile carora sunt unite cu iesirile unui dispozitiv
(15) de dirijare a regimului de turnare a micro-
conductorului (3), o bobind de compensare (16) cu
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Descriere:

Inventia se refera la tehnica de masurare si poate fi utilizatd la turnarea microconductoarelor sau
semiconductoarelor in izolatie de sticla.

Este cunoscutd o instalatie de confectionare a microconductorului in izolatie de sticla extins din metal
topit in stare de suspensie, care contine un generator pentru topirea metalului i o punte cu patru brate, un brat
al careia este format de impedanta de intrare a bobinei cu microconductorul turnat, in care se efectueaza
masurarea indirectd a rezistentei liniare a microconductorului turnat, fiind masuratd cu ajutorul puntii
impedanta de intrare Z a bobinei cu microconductor turnat, care cu rezistenta liniara r a microconductorului
se afld in relatia:

unde C este capacitatea liniara dintre microconductor si bobina metalica pe care acesta se bobineaza si f -
frecventa semnalului de masurare [1].

Dezavantajul acestei instalatii consta in aceea cd in componenta bratului de masurare a puntii intra §i o
portiune a microconductorului cu lungimea |, care se afla intre topitura de metal si carcasa pentru preluarea
microconductorului turnat. Asadar, bratul masurat al puntii numite este un circuit in serie cu impedanta:

Z;=Z+r|=ReZ+ImZ+rI=Re\/T+|m L
oC oC

Din aceasta relatie rezultd ca rezistenta liniard r cu impedanta masuratd Zy se gasesc intr-o relatie
complexd. Mai mult ca atat celelalte trei brate sunt rezistive, in timp ce bratul masurat este o marime fazica cu
componentele imaginara ImZ si reala ReZ dependente de r. Dezavantajele numite provoaca erori de masurare
a rezistentei r mai mari de zeci de procente.

Mai este cunoscuta o instalatie pentru confectionarea microconductorului in izolatie de sticld, care contine
un generator de putere de frecventa inalta, echipat cu un inductor pentru topirea metalului, o carcasa metalica
pentru preluarea conductorului turnat, un electrod pe care aluneca conductorul turnat, un amplificator
operational, cuprins de o retea de reactie negativa, un indicator unit cu iesirea amplificatorului operational si o
capacitate care uneste o intrare a amplificatorului operational cu sursa de semnal de masurare [2].

Dezavantajul acestei instalatii constd in aceea ca impedanta electricd echivalentd a bobinei cu
microconductorul turnat, utilizata ca element de legaturd electrica a portiunii conductorului masurat cu
circuitul de mdsurare, se considerd nuld. Bobina cu microconductor, intrd in componenta portiunii

microconductorului masurat, conectat in serie cu impedanta Z = ReZ + ImZ = r +j ’L, diferita de
oC oC

zero la orice valori reale ale parametrilor microconductorului r, C si a frecventei f a semnalului de méasurare.
Neglijarea impedantei Z provoacd erori de masurare a rezistentei r practic inadmisibile. Alt dezavantaj al
instalatiei numite constd in aceea ca capacitatea dintre electrod si microconductorul pe care acesta aluneca se
considera constanta si egald cu capacitatea condensatorului, care uneste intrarea inversoare a amplificatorului
operational cu sursa de semnal de masurare. in realitate capacitatea dintre electrod si microconductorul turnat
pe parcursul turnarii variaza comparativ mult, atat din cauza schimbarii pozitiei microconductorului in raport
cu electrodul pe care acesta aluneca, cat si din cauza neuniformitatilor grosimii sticlei izolatoare a
microconductorului.

Problema pe care o rezolva inventia constd in excluderea influentei negative a bobinei cu microconductor
asupra parametrilor microconductorului turnat si in consecintd obtinerea microconductorului cu o sectiune
impusa si uniforma pe toatd lungimea lui, indiferent de cantitatea microconductorului turnat.

Instalatia, conform inventiei, inlaturd dezavantajele mentionate mai sus prin aceea ca include un inductor
1 electromagnetic pentru topirea preformei de metal 6, din care se toarna microconductorul, $i mentinerea
acesteia in stare de suspensie, unit cu un generator de putere de frecventa naltd, o carcasa 2 metalica rotativa
pentru preluarea microconductorului turnat 3, unit cu un motor electric si cu masa, un tub 4 de sticla, in care
este introdusd preforma de metal 6, o sursd de semnal de masurare 7, un amplificator 8 operational cu intrarile
inversoare (-) si neinversoare (+), cuprins de o retea de reactie rezistiva negativa 9, formata din rezistoarele
10 si 11 unite in serie intre ele, la punctul lor comun fiind unitd intrarea inversoare a amplificatorului 8.
Noutatea inventiei constd in aceea ca instalatia mai include un dispozitiv 12 de reglare a subpresiunii
deasupra topiturii de metal, un dispozitiv 13 de reglare a campului electromagnetic al inductorului si un
dispozitiv 14 de reglare a numarului de rotatii ale carcasei, intrarile cdrora sunt unite cu iesirile unui
dispozitiv 15 de dirijare a regimului de turnare a microconductorului, iar iesirile dispozitivelor 12, 13, 14 sunt
unite corespunzator cu partea interioard a tubului 4, cu generatorul de putere de frecventa inalta si cu motorul
electric; o bobinad de compensare 16 cu microconductor etalon, bobinat pe o carcasa metalica 17, unde capatul
microconductorului etalon din ultimul strat al bobinei 16 este unit cu iesirea ,,calda” a sursei 7 si cu borna
libera a rezistorului 10, iar carcasa 17 este unita cu intrarea neinversoare a amplificatorului 8, prin intermediul
preformei 6 este unitd galvanic cu topitura 5 si, corespunzator, cu capatul firului turnat 3; o sursd de semnal
etalon 19; un comparator 20 al semnalului cu doud intrari identice si o iesire, una din intrarile caruia este unita
cu iesirea sursei 19, iar intrarea a doua a lui este unité cu iesirea amplificatorului 8, iesirea comparatorului 20
este unita electric cu intrarea dispozitivului 15 de dirijare a regimului de turnare a microconductorului.

Inventia se explica prin desenele din fig. 1...3, care reprezinta:
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- fig. 1, schema instalatiei pentru confectionarea microconductorului in izolatie de sticla;

- fig. 2, schema circuitului electric al instalatiei;

- fig 3 a) 51 b), diagrame vectoriale.

Instalatia este formata dintr-un inductor 1 (fig.1) electromagnetic pentru topirea preformei de metal si
mentinerea acesteia in stare de suspensie, campul electromagnetic fiind indus in inductor de un generator de
putere de frecventd 1naltd, o carcasd 2 metalica de preluat microconductorul turnat 3, rotitd de un motor
electric, prin intermediul caruia carcasa 2 este unitd cu masa instalatiei, un tub 4 din sticld in care este
introdusa topitura de metal 5, obtinuta din preforma 6 prin topirea unui capit al ei de cdmpul electromagnetic.
Instalatia mai include o sursa de semnal de masurare 7, un amplificator operational 8 cu intrarile inversoare (-
) si neinversoare (+), cuprins de o retea cu reactie rezistiva negativa 9 formata din rezistoarele 10 si 11 unite
in serie intre ele, la punctul lor comun fiind conectatd intrarea inversoare a amplificatorului 8. Instalatia
suplimentar include un dispozitiv 12 de reglare a subpresiunii deasupra topiturii de metal, un dispozitiv 13 de
reglare a cdmpului electromagnetic al inductorulului 1, un dispozitiv 14 de reglare a numarului de rotatii ale
carcasei 2, un dispozitiv 15 de dirijare, care prin intermediul dispozitivelor 12, 13, 14 in mod automat
dirijeaza cu regimul de turnare a microconductorului, iesirile caruia A, B, C sunt unite electric, corespunzator,
cu intrarile dispozitivelor 12, 13, 14, iar iesirile dispozitivelor 12, 14 si 13, respectiv, sunt unite cu partea
interioara a tubului 4, cu generatorul de putere si cu motorul electric pentru rotirea carcasei 2. Instalatia de
asemenea include o bobina de compensare 16 cu microconductor etalon, bobinat pe carcasa metalica 17, unde
capatul liber 18 al microconductorului etalon din ultimul strat al bobinei 16 este unit cu iesirea ,,caldd” a
sursei 7 si cu borna libera a rezistorului 10, iar carcasa 17 este unita cu intrarea neinversoare a
amplificatorului 8 si prin intermediul preformei 6 - unita galvanic cu topitura 5 §i, corespunzator, cu capatul
microconductorului turnat 3. Totodata, instalatia de asemenea mai include o sursd de semnal etalon 19, un
comparator 20 al semnalului cu doua intrari identice si o iesire, una din intrarile caruia este unita cu iesirea
sursei 19, iar intrarea a doua a lui este unita cu iegirea amplificatorului 8, iesirea comparatorului 20 este unita
electric cu intrarea dispozitivului 15 de dirijare a regimului de turnare a microconductorului.

Instalatia functioneaza in modul urmator.

Capetele de jos ale tubului de sticld si preformei, dupd instalarea lor in suporturile corespunzitoare, se
introduc in campul electromagnetic al inductorului 1 in forma de circumferinta. La alimentarea instalatiei
campul electromagnetic cu densitatea corespunzatoare incalzeste capatul de jos al preformei metalice pana la
temperatura de topire a ei, mentinand concomitent topitura in stare de suspensie. Topitura de metal obtinuta la
randul sau topeste capatul corespunzator al tubului de sticld, din care prin tragerea lui se formeaza un capilar
de sticla in care este metalul topit.

Pe sursa de semnal etalon 19 se fixeaza valoarea de semnal, corespunzitoare sectiunii micro-
conductorului, prestabilitd, dupa care porneste turnarea microconductorului, care pe parcursul turnarii se
autoacopera cu sticld. Datorita faptului ca bornele ,reci” ale sursei 7, sursei de semnal etalon 19,
comparatorului semnalului 20, borna nuld a amplificatorului operational 8 si carcasa 2 de preluare a
microconductorului turnat sunt unite cu masa instalatiei. La bobinarea conductorului 3 pe carcasa metalica 2
se formeaza un circuit electric in serie (fig. 2) compus din impedanta echivalenta Z, a bobinei 16 cu
microconductor etalon, rezistenta ohmica R = r - | a portiunii microconductorului masurat cu lungimea 1, care
se gaseste intre topitura de metal 5 (fig.1) si carcasa 2 (rezistenta ohmica a preformei se neglijeazd), si
impedanta echivalentd Z, a bobinei 3 cu microconductorul turnat.

Curentul i(t) de la sursa de curent 7, trecand prin circuitul serie obtinut formeaza caderi de tensiune,
respectiv, (fig. 2):

Ug=Zg-i(t), ur =R-i(t) =r-1-i(t), uy = Z¢i(t),

unde r este rezistenta liniara a microconductorului turnat,

| - lungimea microconductorului masurat.

La intrarea diferentiald a amplificatorului operational 8, conform legaturii electrice a circuitului in serie
(fig. 2), actioneaza tensiunea Uo(t) = Z, - i(t), iar la intrarea lui neinversoare actioneaza suma tensiunilor: U, +
U =F -1 i(t) + Zs - i(t). Tensiunile ug(t), Ue(2) si ux(t) la intrarea amplificatorului sunt in sinfaza (fig. 2, 3a),
iar la iegirea lui, tensiunile U(t) si Uy(t) se repetd dupa valoare si faza, in timp ce Uo(t) se defazeaza la 7 si de
asemenea se repeta dupa valoare (fig. 3b).

Asadar tensiunea sumara la iegire devine:

Ui, (t) = Uy (t)+u, (t) +u, (t)==i(t)Z, +i(t)r +i(t)Z, =i(t) —\/zo+ rl+\/% ,

Candr=rysiC=Co atunci Z, =,|— =2, =
“ YoC 7° VeC,

si respectiv tensiunea Uy, (t) devine

proportionala cu rezistenta portiunii de microconductor masurat rl, evitand influenta impedantei bobinei cu
microconductorul turnat prin compensarea ei cu impedanta bobinei cu microconductor etalon, adicd Uy, (t)
devine:
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U, 0= =i)r, = i(t)%l - i(t)%.

Marimile r, C, ro, Cy sunt respectiv rezistenta si capacitatea lineara a conductorului turnat si celui etalon,
S si Sp - respectiv sectiunea conductorului turnat si celui etalon, p si py - respectiv rezistenta specifica a
conductorului turnat si celui etalon.

Cand p = pgsi | = | tensiunea u,,, (t) devine:

Ug, (=T = é = Si
0

In comparatorul 20 tensiunea Uy, (t) (fig. 1) se compara cu semnalul etalon Ug(t), proportional cu ry primit
de la sursa 19. In caz de abatere a tensiunii u;,, (t) de la ug(t), la iesirea comparatorului apare diferenta Au(t) a
acestor doud semnale egald cu: *Au(t) = Ug(t) - U (t), care dupd amplificarea corespunzitoare prin
intermediul dispozitivelor 12, 13, 14 si 15 actioneaza regimul de turnare a microconductorului in agsa mod ca
diferenta acestor semnale sd se mentina la valoare nula, ce corespunde egalitatii I = ry si, respectiv, S = S,
indiferent de cantitatea microconductorului turnat.

(57) Revendicari:

Instalatie pentru confectionarea microconductorului in izolatie de sticla, care include un inductor (1)
electromagnetic pentru topirea preformei (6) de metal din care se toarnd microconductorul si mentinerea
acesteia In stare de suspensie, unit cu un generator de putere de frecventa inalta, o carcasd (2) metalica
rotativd pentru preluarea microconductorului turnat (3), unit cu un motor electric i cu masa, un tub (4) de
sticla, in care este introdusa preforma de metal (6), o sursa de semnal de masurare (7), un amplificator (8)
operational cu intrarile inversoare (-) si neinversoare (+), cuprins de o retea de reactie rezistiva negativa (9),
formata din rezistoarele (10) si (11) unite in serie intre ele, la punctul lor comun fiind unitd intrarea inversoare
a amplificatorului (8), caracterizat prin aceea ca mai include un dispozitiv (12) de reglare a subpresiunii
deasupra topiturii de metal, un dispozitiv (13) de reglare a campului electromagnetic al inductorului si un
dispozitiv (14) de reglare a numarului de rotatii ale carcasei, intrarile cérora sunt unite cu iesirile unui
dispozitiv (15) de dirijare a regimului de turnare a microconductorului, iar iesirile dispozitivelor (12), (13),
(14) sunt unite corespunzator cu partea interioara a tubului (4), cu generatorul de putere de frecventa nalta si
cu motorul electric; o bobind de compensare (16) cu microconductor etalon, bobinat pe o carcasd metalicad
(17), unde capatul microconductorului etalon din ultimul strat al bobinei (16) este unit cu iesirea ,,calda” a
sursei (7) si cu borna libera a rezistorului (10), iar carcasa (17) este unitd cu intrarea neinversoare a
amplificatorului (8), prin intermediul preformei (6) este unita galvanic cu topitura (5) si, corespunzitor, cu
capatul firului turnat (3); o sursd de semnal etalon (19); un comparator (20) al semnalului cu doua intrari
identice si o iesire, una din intrarile caruia este unitd cu iesirea sursei (19), iar intrarea a doua a lui este unita
cu iesirea amplificatorului (8), iesirea comparatorului (20) este unita electric cu intrarea dispozitivului (15) de
dirijare a regimului de turnare a microconductorului.
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